Samsung detalla su proceso de
fabricacion a 3 nm que
reemplazara FinFET por GAA,
llegara en 2021

Samsung y TSMC estan en un mano a mano a ver quién avanza mas
rapido en las tecnologias de procesos litograficos , y de
momento Samsung esta haciendo valer los miles de millones que
se gasta anualmente en I+D+i. Por eso ahora ha hablado sobre
su proceso de 3 nm, para el cual ya tiene una versidn alfa
para sus clientes del paquete de diseno de producto con el que
pueden empezar a valorar sus futuros disefios de chips.

Lo mas importante de este proceso de 3 nm es que Samsung va a
hacer el cambio de los actuales FinFET (transistor de aleta de
efecto de campo) a los transistores GAAFET (transistor de
efecto de campo de puerta amplia, gate all-around). Los FinFET
usan unas pequeflas y largas aletas para conectar la fuente y
drenador a la puerta, que son los tres componentes basicos de
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los transistores de efecto de campo —en Hispanoamérica se les
llama surtidor, drenador y compuerta—. Un transistor es una
especie de interruptor que, dependiendo de cémo fluya la
corriente, la deja pasar o no, activando o no los circuitos
relacionados.

Los transistores de puerta amplia hacen que la puerta
esté incrustada en el canal comin para poder apilar 1los
transistores verticalmente en 1lugar de ponerlos
horizontalmente, con lo que se gana ademds en espacio pero
obviamente es un proceso de fabricacioéon aun mas complejo. De
ahi salen dos tipos de GAAFET, uno que usa nanocables para
hacer de fuente y drenador, y la que propone Samsung de usar
un canal mas ancho con un drenador y fuente que son
nanoplanchas (transistor de efecto de campo de canal
multipuente, MBCFET), pero que en esencia es el mismo GAAFET
con otra implementacién fisica.

Planar FET FINFET GAAFET MBCFET™

(Nanowire) (Nanosheet)

Este uso de los GAAFET/MBCFET 1llegara en los 3 nm como he
dicho, y eso tendra algunas ventajas adicionales seguin 1o
indicado por Samsung en el Foro de Fundiciones de Samsung 2019
celebrado en EE. UU. —fundicidén es como se llama en el sector
especificamente a las fabricas que producen chips—. Lo
indicado por Samsung a sus socios en esta primera versidn de
desarrollo de chips con MBCFET es que el ancho de las
nanoplanchas es personalizable y determinan el rendimiento y
consumo de los transistores.

Cuanto mas anchas las nanoplanchas mas rendimiento tendra el



chip pero también mdas consumo. Samsung les aporta cuatro
disenos preestablecidos distintos de MBCFET para los primeros
disefios, aunque el documento ird variando a medida que el
proceso madure porque ahora mismo esta en version alfa y por
tanto sujeto ademds a cambios.
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Por tanto, ajustando el tamano de esas nanoplanchas pueden
crearse con este proceso ciertos chips de mucho menor consumo
orientado a sectores como el internet de las cosas, o aumentar
su tamano para crear los habituales procesadores de sobremesa,
o algo intermedio para procesadores de arquitectura ARM. En
lugar de puntos concretos de potencia-rendimiento como ocurre
en los FinFET, los MBCFET ofrecen infinidad de posibilidades a
gusto del cliente.

Esta primera versiéon de los MBCFET funcionan a 0.75 V, y en
comparacidén con los 7 nm de la compaiiia lo que se ganaria con
este proceso de 3 nm seria un 35 % mas de rendimiento, 1la
reduccion del consumo a la mitad, y la reduccién del area un
35 %.



Y ademas Samsung mantiene un itinerario bastante agresivo con
este proceso, por lo que parece que las compafias han
solucionado antes de los previsto los problemas con 1los
procesos de fabricacidn por debajo de los 7 nm. Samsung espera
empezar a hacer pruebas de produccién de disefos de sus
clientes en 2020 para la primera generacioén (3GAE), empezar la
produccion de riesgo a finales de 2020, y dar comienzo a la
produccién en masa en 2021. La segunda generacion (3GAP)
esperan hacer la produccidén de riesgo en 2021 y produccidn en
masa en 2022.

GAA(MBCFET™), the Innovation beyond FinFET

! Reduced Operating Voltage (0.75V->0.7V)

! 3nm GAA(3GAE) PDK Version 0.1 is ready
* Enables early design start for customers
* Samsung GAA (MBCFET ™) uses Nanosheet device (vs. Nanowire)
* Performance 35% 1, Power 50%4,, Area 45%.], compared to 7nm
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